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の成果をまとめたもので，序論，本論 3 章，および結論の全 5 章からなっている。





第 3 章では，超 L81 製造プロセスの各種の工程に反応性プラズマ・エッチングを適用する可能性を検討し次のこ


























(4) 超 LSI 製造フ。ロセスの一つにスピン・オン・グラス (SOG) を平坦化のための中間膜そして用いる多層レジス













有用性を， フォトマスクの製造プロセスおよび超 LSI のゲート電極のバターニンクーの場合について明確にしており，
集積回路工学・半導体工学並びに精密加工工学の分野の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文
として価値あるものと認めるo
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